Prof. Dr. H. Hakan Kuntman 10.12.2001
ANALOG TUMDEVRELER
(2. Yilici Sinavr)
Siire 150 dakikadir. Kendi not ve kitaplarinizdan yararlanabilirsiniz.
Puanlama:1 (40), 2 (30), 3 (30)

Soru 1 ve Soru 2’deki MOS tranzistorlar i¢in Vyy =1V, Vp = -1V,
kn' = 2.kp* = 24pAIV?, Ay = Ap =0.01V"" olarak verilmistir.

1. Sekil-1’deki islemsel kuvvetlendirici Vpp = Vss = 3V’luk simetrik kaynakla
beslenmektedir. Cikis katinin sikunet akimi 200pA, fark kuvvetlendirici
tranzistorlarinin sikunet akimi Ip1= Ip2 = 75uA olacaktir.

a) Cikis isaretinin iki yénde esit dalgalanmasi ve genliginin maksimum
degerinin 2.5V olmasi isteniyor. (W/L)s ve (W/L); oranlari nasll
secilmelidir?

b) Sistematik dengesizlik olmamasi igin (W/L)s.4 orani nasil segilmelidir?

c) Devrenin toplam gerilim kazanci 10000 olduguna gére ilk katin kazanci
ne olmahldir? Bunun ig¢in T1-T2 tranzistorlarinin W/L oranlar ne
olmalidir?

d) T5-T8 tranzistorlarinin W/L oranlarini hesaplayiniz.

e) islemsel kuvvetlendiricinin birim kazan¢ band genisligini, yikselme
egimini, ¢ikis direncini hesaplayiniz.
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2. Sekil-2’deki MOS fark kuvvetlendiricisinde tranzistorlar igin W=12um,
L=3um olarak verilmistir. AR /R, = %1, AVt = 2mV, A(W/L)/(W/L) = %2 olarak
belirlenmistir.
a) Giris dengesizlik gerilimininin Vos < 5 mV olabilmesi igin Iss kutuplama
akimi nasil secilmelidir? Hesaplayiniz.
b) Girig geriliminin degisim sinirlarini bulunuz.




3. Sekil-3'deki gerilim kontrollu osilatérde Tg tranzistorunun emetdr kesit alani
T4 tranzistorunun emetoér kesit alaninin m katidir.

a) Osilasyon frekansini Vi gerilimine baglayan f=f(Vk) ifadesini yaziniz.
Vce = 10V, Ra = 10k, Rg= 5k, Rc = 3750 Ohm, R =10k, C =10nF, m=2 olarak
verilmisgtir.

b) Gerilim kontrollu osilatériin kazancini hesaplayiniz.

c) Osilatérin Uretebilecegi en yiksek frekansi bulunuz.
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